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Telefunken Transistor BD699 Datasheet

BD 695 - BD 697 - BD 699 - BD 701

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistoren
Silicon NPN Darlington Power Transistors

Anwendungen : NF-Endstufen
Applications: AF-oulput slages

Besondere Merkmale: Features:
& Sehr hohe Stromversiirkung & Very high current transler ratio
@ Verdustleistung 70W @ Power dissipation 70 W
® BD 895, BDaa7, BD 699, BD 701 sind komple- ® BD695,BD 697, BD 699, BD 7 are compla-
mentar zu BD 696, BD 698, BD 700, BD 702 meniary o BD 896, BD 698,80 700, BD 702

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
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I Kollektor mit metallischer
Montageflache verbunden
=ART= = Collecior connectad with
matailic surface
. Kunststoffgehause
:ﬂj{;“ﬁgﬁw Best. Nr. 513241 Plastic case
= TOP 66
Isolierbuchse Gewicht - Weight
Isolating bush Best. Nr. 513242 max. 250
Absolute Grenzdaten BD &85 BDEST BDGS9 BDTO1
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Uepn 45 60 80 100 v
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sparrspannung Ueen 45 B0 B0 100 v
Coflector-amitter vollage
Emitter-Basis-Sparrspannung Uego - v

Emitter-base voltage
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Telefunken Transistor BD699 Datasheet
BD 695 - BD697 - BD699 - BD 701
Kollektorstrom Ic & A
Callector currant
Basisstrom ig 100 mA,
Base current
Gesamitverustlaistung
Total power dissipation
lonan = 25°C Pyt TO W
Sperrschichttemperatur I 150 *C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbareich Istg =85..+150 °C
Storage temperature range
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Wirmewlderstinde Min. Typ. Max.
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung TS BO CC/W
Junction ambient
Sperrschicht-Gahiuse R 1,78 "C/wW
Junction case
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Telefunken Transistor BD699

Datasheet

BD 695 - BD 697 - BD 699 - BD 701

KenngréBen
Characteristics

lamp = 25°C. falls nicht anders angegeben

umnless olharwise specified

Kollaktorraststrom
Collector cut-off currant

Ugg = 45V
HCB - B‘:F"Il'
LICB = 80OV
Ugg = 100V
lamb = 100°C, LrCB = 45V
Uog = 8OV
Uog = 8OV
-UCB = 100V
L‘GE - 20”
lpg = 30V
'L'ICE = 40V
Ucg = 50V

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
'eg = 5V

BD 685
BD 687
BD 699
BD 701

BD 695
BD 697
BD 699
BD 701

BD 885
BD 687
BD 699
BD 701

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Colfector-emitter breakdown voltage
IG = 100 mA

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation vollage
fc = 3A, IE = 12 mA

Basis-Emitterspannung
Base-emitter vollage
Upg = 3V, I = 34

BD 885
BD 697
BD 699
BD TO1

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

DC forward cument fransfer ralio
U’CE =3V, /p = 3A

Kleinsignal-Stromverstarkung
Small-zignal current gain

Ugg = 3V.Ig = 3A, f= 1MHz

!
1) Tp-__ 0.02, 1 - 0.3 ms

fepo
fepo
'eo
'eBo

f'eso
'ceo
lceo
lepo

leeo
leeo
fceo
fceo

emp

Usmiceo®
Upriceo™
Usriceo™
Vericen™ 1

8884

UcEsat

Uge"

heg 750

hig 1

Typ.  Max.

25

25
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